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Mis hallogenidi esasinda hazirlanmis diodun operator metodu vasitesile Kirxhof qanunlarindan istifade ederek nezeri yolla qapalt
dovrade ceroyan ve gerginliyin tarazligini nezere alinmaqla tutumun qiymsati teyin edilmisdir. Dyumel tonliklorini hell etmokle operator
metodu ilo siqnalin sonme miiddeti, daha dogrusu kondensator ve diod dévresindeki cerayanin tamamile sifra diismesi toyin edilmisdir.
Noticoede giris miigavimetine qiymatler vermakle diodun tutumu toyin edilmisdir.

Son illerde metal — dielektrik yarimkegirici torkibli diod-
larin tedqiqat: yiik elageli cihazlarin meydana gelmasine se-
bob olmusdur. Bu cihazlarin esas lstlinliiklori onlarin elek-
trik enerjisi tolob etmaden informasiyani yadda saxlamalari,
hazirlanma texnologiyasinin sadsliyi, yiiksek temperaturaya
davam gatirmasi ve boyiik tezliye malik olmasidir.

AzSSR-i Fizika Institutunda mis hallogen cevrici diodlar
hazirlanmis ve bir sira miielliflik sehadetnamesi alinmisdir.
Moaqalade diodun is rejimi arasdirilmis ve tutumunun teyin
edilmesinin yolu gosterilmisdir. Diodun konstruksiyasi ve
daxilinde geden fiziki proseslor onun tutumuna tesir gostorir.
Digar torafden qeyd etmok lazimdir ki, tutum 6z névbasinde
diodun isleme tezliyine tesir gdsterir. inteqral elementlordo
diodun ekvivalent sxemini miixtelif variantlarda gostermek
olar, lakin biitiin sxemlorde tutum dioda paralel birlogdirilmalidir.

Cu,Se diodunun kommutasiya sxemlorinde yiiksek tez-
likde islomesi ligiin tutumun miqdart @sas parametr kimi ne-
zoro almmalidir. Ona gore de, Cu,Se diodunu gevrici reji-
minde isini aragdirmaq lazimdir. Diodun dvresinin dolma
vo bosalma zaman sabiti (C,) onun ¢evrilme tezliyine tosir
gosterir. Bu ndqteyi nezerden Cu,Se diodunun tutumunun
toyin edilmesi vacibdir.
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Sakil 1. Cu,Se diodunun ekvivalent sxemi.

Bu megsadle diodun ekvivalent sxeminin ve tutumunun
toyin edilmasi messalasi qarsiya qoyulmusdur.

Dinamik rejimi arasdirmaq iigiin vo C, kemiyyatini tap-
magq ligiin diodun dovrasine r miiqavimatini alave edirik (so-
kil 1). » miigavimatine diodun is rejimini aragdirmaq iigiin
paralel ikisuali ossillograf qosulur. Diodun impuls rejimini
aragdirmagq tiglin dévrenin girisine sinusoidal signallar verilir.
Signalin miisbat yarimperiodunda diodun miigavimati kigik
olur vo dovrade ceroyan maksimum olur, vo gorginlik tama-
mile » miigavimetinde diisiir.

Girig signalinin istigamatinin deyismesile diod baglanir
vo dovrede cerayan C, tutum ceroyani ile xarakterize edilir.
Bu cerayan kecid cerayani adlanir.

36

Ul

6vh

SR
Sakil 2. Cu,Se diodunun g¢evrilme zamani ssillogrammasi.

Kecid cerayaninin qiymatini toyin etmok iiclin Kirxhof
qanunlarinin operator formasinda yazilan tenliklerinden isti-
fade edok. Bu tonliklar agagidaki kimi yazilir:

u=1ir+i,r,

1

u=ir+C,|—
i,dt
I, =i, +i

Carayan ve gorginliyin ani qiymatlarini avez etmoakles (1)
tonliyini operator soklinde belo ifade etmok olar:

U(P)=1,(P)r + 1,(P)r,
U(P):] (P)yupip)_’_ UC(O)
‘ c,p P

d

Il(P):Iz(P)+13(P)

2)

harada ki, U(P) - giris gorginliyinin operator formas,
I,(P), I(P), I;(P) - cerayanin operator formasi, budaqlarda
uygun olaraq i, i,, i; ;
r — mahdudlagdirij1 miigavimet;
r,— diodun bagli halda miigavimati.
Buradan aliriq:

Uc(0)

U, )= +r)

( ) 1 A3)
r+r, C—d+r-rd
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Qeyd etmok lazimdir ki, signal verildikde dovrade miis- r (U )
bet impulsda diod agilir ve budaqlardan 7, i,, i; corayani axir. S N A y( P)
Bu cerayanlar mehdudlagdirict miiqavimetle ve diodun mii- r+r,
qavimatile teyin edilir. Diiz istigametinde diodun miigavi- - -
moti tutumun miigavimetinden kicik olduguna gdére diodun C,-P+r-v,
aciq vaziyyetinde C, tutumundan cerayan kegir ve ¢, miidde-
tinde (sokil 2) C, tutumunun qiitblerindeki gerginlik agiq di- operator kegiriciliyi almr.
odun {izerine diisen gerginliye bearabar olur. ¢, miiddetinds y(P)-ni asagidaki kimi gostermak olar:
C, tutumunun goarginliyi bosalir ve ¢, zamanimin axirinda tu-
tum tam bosalmig veziyyetde olur. Oger gorginlikde diod 1 1
baglanirsa, menfi signalin amplitudasi tamamilo tutuma qo- y( P) - o= y(t)
sulmus olur. r+r 7’ )
t=t; aninda C, tutumundan maksimal dolma cerayani ke- % [
¢ir vo tutum doldugca bu cerayan azalir, sonra sifira enir. i; C PRV
corayanini toyin etdikde U;=0 goebul edirik. Ona uygun ola-
raq (3) tenliyi asagidaki sekilde yazilir. harada ki
nU,)
]3(P): d 4 @ a:H_—rd (6)
r+r, C PRI Y
Cd P+r-r, d i; joreyanimin originali qisa miiddetli sigrayish 7 (Dyumel in-
teqrali) uzunluguna malik impulsla teyin edilir.
harada ki, |
a _.(_ _ -
I (t) = J.u(r)yl(t - T)dt = __[_ A=e" T)(ezat € at) (7
r
I
Qobul edok ki, f = 60l miiddetde kegid coroyani tama- C = (r t T )(t3 tZ) (10)
a ‘ 2400 rr,
mile soniir.
Tacriibe gostorir ki, bu vaxt sinusoidal signalin uzunlugu- Qeyd etmak lazimdir ki, »,>>roldugundan (10) ifadesini

nun bir hissesini toskil edir. Bunlar1 nezers alaraq deqiqlikle  kigik bir xota ile agagidaki kimi yazmagq olar:
yaza bilarik ki,

-t
60 Cc, = (11)
a=— ®) ‘2400 r
o Belolikla, » —i 10 Om gobul etsok vo #;-£,=1 mks olarsa,
(6) vo (8) diisturlarmi birlesdirsek: C~40nf olar. Bu kemiyyet diodun tutumudur. Tutumun bu
giymatine kontaktlararasi ve diodun ¢ixislari ile gdvdesi ara-
C = m ©) sindaki tutum daxildir.
J =

6077 Cu,Se diodun tutumu onun impuls sxemlarinde isladiyi
d zaman boylik ehemiyyaet kasb edir. Belo ki, bu parametr dio-

Coroyanin tam sénme miiddetini 7,-1, (sokil 2) 40-a bol- ~ dun yiliksok tezlikdo islomasini tomin edir.
mokla giymetlondirmek olar
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THE DETERMINATION OF DIODE CAPACITY ON THE BASE OF Cu,Se

The diode capacity on the base of Cu,Se is obtained. The time of the current collapse in the circuit of capasitor and diode and also diode
capacity value are calculated using the operator method of the solving of the current and voltage balance equation.
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OIIPEJEJEHME EMKOCTHU JUOJA HA OCHOBE Cu,Se

OmpeneneHa eMKOCTh AMOAA Ha OCHOBE XajbKkoreHuaa Mean (XM). Mcromns3yst onepaTopHbIi MeTo| pellieH s ypaBHEeHUH OanaHca
TOKOB U HAIlPSDKCHUS, BBIYUCIICHBI BpeMs IOJIHOIO MPEKPAILCHUs TOKA B LENH KOHIEHCATOpa U AMO0Ja, a TAaKXKe BEIMYMHA €MKOCTH
i (ich
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